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FIG. 1

(57) Abstract: The present description relates to an electron beam
device (100) comprising; - a treatment chamber (130) having a lon-
gitudinal direction (Z), - at least one electron beam source (110),
each source being suitable for emitting an electron beam in a beam
plane (PF) substantially transverse to the longitudinal direction so
as to induce a plasma or an evaporation point in the treatment
chamber for the treatment of a surface of a workpiece (106), said
at least one electron beam source being external to the treatment
chamber; - a pumping chamber (120) connected to a first vacuum
pump (126), to the treatment chamber and to the at least one elec-
tron beam source, the pumping chamber being positioned between
said treatment chamber and said at least one electron beam source,
and being suitable for performing differential vacuum pumping of
said treatment chamber; - at least one first port (122) for passing
the electron beam between the treatment chamber and the pump-
ing chamber; and - at least one second port (124) for passing the
electron beam between the pumping chamber and the at least one
electron beam source.

(57) Abrégé : La présente description concerne un dispositif a
faisceaux d'électrons (100) comprenant : - une chambre de traite-
ment (130) ayant une direction longitudinale (Z); - au moins une
source de faisceau d'électrons (110), chaque source étant adaptée
a émettre un faisceau d'électrons dans un plan faisceau (PF) sen-
siblement transversal a la direction longitudinale de maniére a in-
duire un plasma ou un point d'évaporation dans la chambre de trai-
tement pour le traitement d'une surface d'une picce (106); ladite au
moins une source de faisceau d'électrons étant externe a la chambre
de traitement; - une
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chambre de pompage (120) reliée a une premiére pompe a vide (126), a la chambre de traitement et a 1a au moins une source de faisceau
d'électrons, la chambre de pompage étant positionnée entre ladite chambre de traitement et ladite au moins une source de faisceau
d'électrons, et étant adaptée a réaliser un pompage sous vide différentiel de ladite chambre de traitement; - au moins un premier orifice
(122) de passage du faisceau d'électrons entre la chambre de traitement et la chambre de pompage; et - au moins un deuxi¢me orifice
(124) de passage du faisceau d'électrons entre la chambre de pompage et 1a au moins une source de faisceau d'électrons.



